
 
 

Демо-версия вступительного испытания 

«Электронная техника»* 

1. Токи p-n-перехода при положительном напряжении соотносятся: 

o Iдиф  Iдр 

o Iдиф  Iдр 

o Iдиф = 0 

o Iдр = 0 

 

2. Высота потенциального барьера p-n-перехода в равновесном состоянии у 

кремния составляет: 

o 0,01-0,05 В 

o 0,05-0,5 В 

o 0,5-0,7 В 

o 0,8-1 В 

 

3. Как смещены эмиттерный и коллекторный переходы биполярного 

транзистора в активном режиме: 

o оба в прямом направлении 

o оба в обратном направлении 

o эмиттерный в обратном, коллекторный в прямом 

o эмиттерный в прямом, коллекторный в обратном  

 

4. Соотношение входного сопротивления биполярного и полевого 

транзисторов имеет вид: 

o Rвх(БТ)=Rвх(ПТ) 

o Rвх(БТ)>Rвх(ПТ) 

o Rвх(БТ)<<Rвх(ПТ) 

o Rвх(БТ)>>Rвх(ПТ) 
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5. В транзисторе ток эмиттера Iэ = 10 мА,  = 0,99. Найти Iк. Ответ дать в 

миллиамперах. 

 

6. Для схемы, приведенной на рисунке, определить синфазную 

составляющую входных сигналов при U1=2 В, U2=1 В. Ответ записать в 

вольтах. 

 

 

7. В приведенной схеме U1 = 1 В, U2 = 2 В, R1 = R3 = 1 кОм, R2 = R4 = 1 кОм. 

Определить величину выходного напряжения Uвых. Ответ дать в вольтах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*В тесте будет 15 вопросов 


